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DIODO DE POTENCIA

Introduccion teoérica

En los diodos de potencia hay una tercera zona con respecto a los de sefal, esta zona
llamada zona n- es una zona n pero con un dopado muy pequeno. Esto es debido a que
los dispositivos de potencia van a trabajar en circuitos en los cuales las tensiones son
muy grandes (500V, 1000V, 2000V ¢ incluso mayores) por lo tanto cuando los
semiconductores estan en corte tienen que aguantar esas tensiones inversas tan grandes
y para que el dispositivo sea capaz de soportar esas tensiones en corte se le afiade la
zona n- , entonces conseguimos que la mayor parte de la tension caiga sobre esa zona 'y
que un porcentaje pequefio de la tension caiga en la zona p. Por lo tanto el objetivo de
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esa zona n- es soportar esas tensiones tan grandes de trabajo.

Cuando el diodo esta conectado en directa existe una inyeccion de portadores de una
zona a otra, y la distribucion de esos portadores en cada semiconductor tiene una mayor
concentracion en la zona cercana a la union y va disminuyendo segun nos alejamos de
ella.

carga inyectada o almacenada
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Cuando el diodo pasa a inversa vamos a necesitar cierto tiempo para que €sos
portadores se puedan recombinar y desaparezcan de esa zona, para que vuelva a ser una
zona con un dopado bajo y por lo tanto gran resistividad. Pero sabemos que existe un
tiempo en el cual el diodo pese a estar polarizado en inversa conducird, y ademas en
sentido contrario al de nuestros intereses, lo cual es un problema.

Curva V-1
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La caracteristica V-I debido a la zona n- no tiene una caracteristica tan exponencial
como la que puede tener un diodo de sefial, en si la caracteristica es casi idéntica a la de
un diodo de sefial, es decir en directa empieza a conducir a partir de cierta tensiéon y en
inversa no conduce, un diodo de potencia tiene la caracteristica de directa mucho mas
lineal y esto es debido a la resistencia que introduce esa zona n-.

En un diodo de juntura PN, los portadores mayoritarios de un lado se difunden a través
de la juntura al lado opuesto donde estos mismos portadores son minoritarios. Esto
dejara una region de atomos ionizados en la vecindad inmediata de la juntura. Este
proceso produce un campo eléctrico y una barrera de potencial para prevenir mas
migracion de portadores. En este punto el diodo esta en un equilibrio térmico.

Si al diodo lo polarizamos en inversa esta tension se adiciona a ya existente de la
barrera de potencial incrementando el campo eléctrico y el ancho de la region de
deflexion.

Cuando se polariza en directa al diodo tanto la barrera de potencial como el ancho de la
region de deflexion se ven reducidos permitiendo a un nimero muy grande de
portadores minoritarios ser inyectados a ambos lados de la juntura.

fixed negative ions fixed positive ions g
recombinatio
a) ;ﬁ holes ;& free electrons b)ho!es diffusion \r area | electrons diffusion

°4% ezgé’ i @éeg@g 0060 | e
GG)@@@ e@ C] @ca@e e@e ®e®®@-é9-é®-> w%eéegege
_@QQG)@@&)@@ 6@6@6 @e €] @ e@ e@é@é@* -9 é@é-@ ®6 ®6
p|e®®e © & 6 6n O O DPOrO>|=0=-0=<0 0 0
C) p dep!e‘ﬁon:ayer N
e T T
060000 SRR
@eee Qi ® @e®e®e
Q0P O0Il® @O 6

@

B o e

-4

Nosotros a la hora de trabajar con la caracteristica V-1 del diodo vamos a trabajar con un
modelo mas ideal, ya que trabajar con algo que no tiene una aproximacién matematica
suele ser complicado, el fabricante nos suele dar la caracteristica V-1 y no el valor
matematico, por ello nosotros hacemos una aproximacion en la que consideramos que el
diodo es como una fuente de tension constante mas una resistencia en serie:
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Como todos los semiconductores el diodo sera sensible a la temperatura, en la siguiente
grafica podemos ver como influye la temperatura en la caracteristica V-1 del diodo, asi a
mayor temperatura la caracteristica directa se acerca al eje vertical sin embargo la
caracteristica inversa se mueve hacia abajo, eso significa que a mayor temperatura las
corrientes de fuga del diodo aumentaran, y como la caracteristica en directa se acerca al
eje vertical esto casi no influira sobre la corriente que apenas cambiara, ya que depende
muy poco del diodo, y depende mucho mas del circuito exterior, pero la tension en
directa del diodo disminuira.

T, >T,

-V (voltios)
—

T

Al

(ITLA ) e

Ruptura
e

(microAmperios)

+V (voltios)

Ejemplo: Teniendo un diodo de potencia con una Vbr = 400v y una Io = 250 pA. Si
alimentamos con una E=400v sabemos que la resistencia externa que limita la corriente

de fuga es igual a 1,6 MQ. ;Se debe colocar un disipador en el diodo?
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1- El diodo esta polarizado en inversa, circulando una pequeia corriente de fuga
que es independiente de la tension aplicada pero muy sensible a la variacién de
temperatura.

2- Si bien la corriente estd limitada por el circuito externo, genera calor; el aumento
de calor provoca un aumento de la corriente, embaldndose térmicamente.

3- Por lo tanto, la prueba debe realizarse con un disipador para evacuar el calor,
evitando asi que el dispositivo entre en avalancha.

Capacidad parasita

Cuando el diodo estd polarizado en directa, conduce por difusion y existe una
concentracion de portadores minoritarios en los extremos de la zona de agotamiento.
Cuando el diodo pasa al corte, se deben extraer estas cargas de la zona de agotamiento
para que el diodo bloquee la tension inversa. El extraer cargas almacenadas equivale a
un comportamiento capacitivo y se llama capacidad de difusion.

Potencia en el diodo
Se define la potencia media (P,y) que puede disipar el dispositivo, como:

t
= L
P,= T{U. Idt

Si incluimos en esta expresion el modelo estatico, resulta:

~|=

t
P, = {(U0 + I.R)Iadt

o
Il
-

t t
1 2
o {UO.Idt+ T{I.Rdt

Io
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t
y como : % [1dt  Valor medio
0

t
% [1 2 dt Valor eficaz al cuadrado
0

Nos queda finalmente:

2

PAV = Yo lmedia eficaz '
Generalmente el fabricante integra en las hojas de caracteristicas tablas que indican la
potencia disipada por el elemento para una intensidad conocida. Otro dato que puede
dar el fabricante es curvas que relacionen la potencia media con la intensidad media y el
factor de forma (ya que el factor de forma es la intensidad eficaz dividida entre la
intensidad media).

Potencia maxima disipable

Es un valor de potencia que el dispositivo puede disipar, pero no debemos confundirlo
con la potencia que disipa el diodo durante el funcionamiento, llamada ésta potencia de
trabajo.

Potencia inversa de pico repetitiva
Es la maxima potencia que puede disipar el dispositivo en estado de bloqueo

Potencia inversa de pico no repetitiva

Similar a la anterior, pero dada para un pulso unico. Los dispositivos que manejan
pulsos son capaces de manejar corrientes en exceso del valor maximo admisible de la
disipacion estatica, entonces es admisible superar la curva de disipacion de potencia
continua por la duracion de cada pulso. La magnitud de la corriente admisible es
inversamente proporcional al ciclo util del pulso, debido a que la potencia es disipada
intermitentemente, y la capacidad térmica del sistema y la conduccion de calor previene
de un inesperado crecimiento de la temperatura de juntura.

Diodo en conmutacion

El régimen de conmutacion es un caso particular del régimen de gran sefial.

Su comportamiento en aplicaciones de electronica de potencia depende fuertemente de
su estructura, que es de diodo PIN para poder bloquear altas tensiones inversas, y su
comportamiento capacitivo. De hecho cuanto mayor es la anchura de la zona intrinseca I
del diodo, mayor es la tension que bloquea el diodo.

El diodo PIN es un diodo de unién P-N al que se le ha insertado una tercera zona
semiconductora sin dopado (intrinseca) entre ellas.

Cuando se polariza directamente la inyeccion de portadores minoritarios aumenta la
conductividad de la zona intrinseca y cuando se le aplica tension inversa se vacia
totalmente de portadores y el campo eléctrico permanece constante.
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A continuacion veremos el esquema del diodo PIN de potencia y su curva de tension de
bloqueo (Vgr) en funcion de su anchura I (Wy).
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La caracteristica V-I debido a la zona intrinseca no tiene una caracteristica tan
exponencial como la que puede tener un diodo de senal. Un diodo de potencia tiene la
caracteristica de directa mucho mas lineal y esto es debido a la resistencia que introduce
esa zona.

Debido a su estructura (PIN) se producen dos claros efectos durante la conmutacion, se
denominan recuperacion directa e inversa.

Polarizacidén en directa Polarizacién en inversa

A A

+ _
| P P

= Exceso de carga en la juntura Zona carente de cargas

N N

W

- +
K K

Recuperacion directa

Supongamos que el diodo estd cortado y que pasa a ON. La corriente conmuta a su
valor maximo con una cierta pendiente o diz/dt y entonces se observa que la caida de
tension en bornes del diodo aumenta hasta alcanzar un valor maximo igual a V. A
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partir de ese valor empieza a caer hasta alcanzar su valor estacionario. Este pico se
llama de recuperacion directa y es debido al tiempo que transcurre hasta que la zona
intrinseca alcanza una conductividad alta. Inicialmente la zona intrinseca tiene una baja
conductividad (alta resistencia) y conforme inyectamos portadores en ella se hace mas
conductora. Esta variacion de conductividad o resistencia produce el pico de
recuperacion directa durante un tiempo de recuperacion directa t;.

Iy -_tﬁ-.-
: 80
- :
10
3 P vpp
Ve .
. .
Ty

e t; (tiempo de recuperacion directo): es el tiempo que transcurre entre el instante
en que la tension anodo-catodo se hace positiva y el instante en que dicha
tension se estabiliza en el valor VF. Este tiempo es bastante menor que el de
recuperacion inversa y no suele producir pérdidas de potencia apreciables.

Recuperacion Inversa

Ahora queremos cortar al diodo que esta conduciendo una gran cantidad de corriente.
Para ello conmutamos la corriente para que caiga con una cierta pendiente o di/dt.
Durante el proceso de caida de corriente vemos que el diodo sigue conduciendo, hasta
que la corriente alcanza un valor minimo y por debajo de cero. Es a partir de ese
instante que la tension inversa empieza a aparecer en bornes del diodo. Dependiendo del
tipo de carga, a continuacion suele aparecer, conforme va volviendo la corriente de su
valor minimo hacia cero, un pico de tension inversa de valor V., antes de que se alcance
la tension inversa estacionaria. La razon de este comportamiento es la capacidad
parédsita del diodo. Durante su conduccion hay una gran concentracion de cargas
(capacidad de difusién) que hay que extraer cuando se quiere cortar el diodo. Mientras
no se han extraido estas cargas el diodo sigue conduciendo primero directamente y
luego inversamente. Ademds a continuacion hay que seguir extrayendo cargas para
ensanchar la zona de agotamiento para poder bloquear la tensién inversa aplicada
(capacidad de union). El tiempo durante el cual la corriente es negativa, se llama el
tiempo de recuperacion inversa t,. Este tiempo estd directamente relacionado con la
capacidad de difusion y es un dato que se da en todas la hojas de datos de los diodos y
nos indica su velocidad de conmutacion.
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e ts (tiempo de establecimiento): es el tiempo que transcurre desde el paso por
cero de la corriente hasta llegar al pico negativo.

e tt (tiempo de transicion): es el tiempo transcurrido desde el pico negativo de
corriente hasta que ésta se anula, y es debido a la descarga de la capacidad de la
union polarizada en inverso. En la practica se suele medir desde el valor de pico
negativo de la intensidad hasta el 10 % de éste.

e trr (tiempo de recuperacion inversa): es la suma de ts y tt.

e Qrr: se define como la carga eléctrica desplazada, y representa el area negativa
de la caracteristica de recuperacion inversa del diodo.

e di/dt: la pendiente de caida de la intensidad.

Irec: es el pico negativo de la intensidad.

Si el tiempo que tarda el diodo en conmutar no es despreciable, podemos decir:

e A mayor Irec menor trr.

e (Cuanta mayor sea la intensidad principal que atraviesa el diodo mayor sera la
capacidad almacenada, y por tanto mayor sera trr.

e Existe una disipacion de potencia durante el tiempo de recuperacion inversa.

e Para altas frecuencias, por tanto, debemos usar diodos de recuperacion rapida.

e En muchos circuitos electronicos, por ejemplo choppers, inverters, etc la Irec

fluye a través del swich de potencia, adicionando su valor a la corriente de carga.

. dl . .
e Sila -d—{ cae en forma muy abrupta puede ocurrir una sobretension importante

en Vr debido a las inductancias parasitas de los terminales.

e Durante tt existen simultdneamente valores altos de tension y de corriente, por lo
tanto para frecuencias de conmutacion muy altas puede resultar en un
considerable incremento de las perdidas de potencia.
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Si observamos la grafica podemos considerar Qrr por el area de un tridngulo:

1 dIR Zer
Q =—T .1 I =—% ts t .t =——

T r’ rec rec dt T

]

dt

Cuando ts = tt, entonces trr = ts + tt = 2ts

= L | o] o swl

— dif
El diodo tiene una inductancia de perdida de 0,2 pHy y dt
un Qrr de 10ucb. Se asume el circuito trabajando en

-n-'

régimen permanente con una corriente lo = 10 A. Al arr
cerrarse Q una tension inversa es aplicada a través del

diodo. Hallar la Irec.

af )\ _ v o_ _20w 7
dt|— o= o,ztu_lxlo A/seg A

Irec

Asumiendo Tt despreciable nos queda:

Irec
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L _ L dif 02
er = TTT.ITEC > o trr =10pC
Despejando Trr
—_ 2 er
trr = . %
trr = 1,414 pseg.
— R —
I = t 14,14 A

IQPICO =1Io +Irec = (10 + 14,14)A = 24,14A

Rectificacion

Como podemos ver a continuacion tenemos dos graficas, una es la correspondiente a
50Hz y la otra es correspondiente a S0KHz por lo tanto la escala de tiempos no es la
misma en las dos gréficas, y en la de 50KHz es como si hubiésemos aplicado un zoom
sobre la grafica.
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INFLUENCIA DE LA RECUPERACION INVERSA EN LA RECTIFICACION

T ATRAY

L

RECTIFICACION EMN BAJA FRECUENCIA

ANA AW

RECTIFICACION EM ALTA FRECUEMNCIA

Por lo tanto vemos como la carga almacenada no depende del diodo, si no del circuito
externo mayoritariamente, ya que usando el mismo diodo vemos como a 50Hz la carga
almacenada es casi nula, y a S0KHz tiene bastante importancia.

Aplicacion

Un caso muy comun, es utilizar un transistor conmutando una carga inductiva. Surge el
siguiente problema; con el transistor cerrado va a circular una corriente por la carga
inductiva y por el transistor, pero cuando este se abre la corriente ya no podra pasar por
¢l, y entonces tendremos una derivada de la corriente muy brusca y hacia abajo, pero
como sabemos las inductancias se oponen a los cambios bruscos de corriente
apareciendo una tension en bornes de la bobina debido a esa derivada de corriente el
transistor que ahora estd abierto va a tener que soportar tensiones muy grandes y quizas
no sea capaz de soportar. Por lo tanto vamos a poner un diodo que denominaremos
“diodo rueda libre” cuyo objetivo es ofrecer un camino a la corriente para evitar el
efecto antes mencionados. Y cuando el transistor entra en conduccion el diodo pasara a
corte, por lo tanto el transistor y el diodo tienen estados opuestos, y va a ser el transistor
el que determine o marque los tiempos de conmutacion.

Pagina
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Si nos fijamos, cuando el transistor esté encendido (ON), el diodo esta polarizado a
través de la bateria y a través del transistor con una polaridad en inversa (OFF). Cuando
el transistor pase al corte (OFF), la energia almacenada en la bobina, va a generar en

bornes tal

tension, que va a polarizar en directa este diodo que va a entrar en conduccion

(ON) y la corriente circulara por €l.
Por lo tanto a la hora de hacer el andlisis vemos que tendremos dos circuitos diferentes:

+

+

P —

A

A

OFF ON

Va g Va

4ON OFF

[

a) b)

El circuito A es una fuente de tensioén continua en serie con una carga RL, lo
que hara que la corriente varie de una forma exponencial. Tomaremos los
semiconductores como ideales y por lo tanto el diodo serd un circuito
abierto por estar en inversa, y el transistor serd un circuito cerrado. Por lo
tanto vemos que la forma de la corriente serd un término exponencial para
explicar el estado transitorio y un término forzado que serd Va/R
correspondiente al estado permanente.

En el circuito B lo que tendremos es una inductancia cargada, la cual se
descargard de forma exponencial a través del diodo y la resistencia, por lo
tanto como podemos ver tenemos un término exponencial para explicar el
estado transitorio, y un término nulo para explicar el estado permanente. Por
lo tanto como hemos visto tendremos dos tipos de ondas, una
correspondiente a cada circuito, cuando el transistor estd en On y cuando el

Pagina
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transistor esta en Off, asi en estado estacionario la onda resultante sera de la
siguiente forma:

Ve &
1 [ 1
I
] i o
ik a) : b) I a) : b)
//\':/’/l\
Lo :
i i I b

En lo referente a la tension que tendremos en la carga, cuando el transistor este en On
habra Va voltios, y cuando el transistor esté en off y por lo tanto el diodo este en directa
la tensién en la carga seré nula.

Por lo tanto hemos visto que el transistor tiene dos estados posibles y los circuitos
equivalentes para cada uno de los estados, y ahora vamos a estudiar lo que pasa en la
conmutacion de un circuito al otro, empezaremos estudiando lo que sucede cuando el
transistor conmuta de Off a On y el diodo conmuta de On a Off.

Vi & +
o | o |
1
: 5
[ I I 1
N R
-

Vamos a suponer que el tiempo de conmutacién es bastante mas pequeilo que la
constante de tiempo del circuito (es lo que va a ocurrir en la mayor parte de los casos)

L

t conmutacion —p-

Partimos del circuito equivalente B:
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Va

En un primer instante la corriente circulara por el diodo, y en un instante mas tarde el
transistor va a pasar de OFF a ON y la corriente dejara de circular por el diodo, pero
esto no ocurre de manera instantanea, sino que sera necesario de cierto tiempo para que

los dos semiconductores cambien su estado.
+

$

Va

Vamos a suponer que el transistor cuando entra en conduccion la corriente de colector
sube linealmente. Entonces al transistor le va a llevar cierto tiempo pasar de OFF a ON
y durante ese tiempo que va a entrar en saturacion, su corriente va aumentando de forma
progresiva de 0 hasta su valor final.

Como hemos dicho la corriente por la carga es constante, con lo que si la corriente por
el transistor aumenta linealmente eso quiere decir que la corriente por el diodo
disminuye en la misma medida, ya que se debe cumplir que Id = IF + IC como
podemos apreciar en la siguiente figura:

Pagina
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e D

Por lo tanto la pendiente de bajada de la corriente por el diodo la esta fijando la
velocidad con que la corriente por el transistor aumenta. Si el transistor es rapido la
pendiente de subida de la corriente por el colector sera brusca, por lo que la pendiente
de bajada de la corriente por el diodo también lo serd (misma pendiente).
Al llegar a un valor méximo negativo, comenzara a disminuir hasta llegar a cero.
Como la corriente por la carga se ha considerado constante, al producirse un pico de
corriente negativo por el diodo, la corriente por el transistor aparecera también una
sobrecorriente que serd igual a la inversa del pico por el diodo.

i &I
i

I

El transistor va a estar soportando una corriente mayor que la de la carga, durante un
tiempo pequefio. Este exceso de corriente es debido a la recuperacion inversa por el
diodo. Si ponemos un diodo lento en el circuito, el area de recuperacion inversa sera
muy grande, habra picos muy grandes negativos, lo que provocard pérdidas en
conmutaciones elevadas. (perdidas por calentamiento).
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Muchas veces en paralelo con el diodo se pueden encontrar estructuras RC, llamados
circuitos Snuber, que son circuitos de proteccion. En este caso, actian como circuitos de
proteccion contra sobretensiones, que puedan estropear el diodo. Las sobretensiones son
originadas siempre por:

[1 Variaciones bruscas de corriente
[l Inductancias

Ya que VL = L * (di/dt) y al variar muy rdpidamente la corriente, la derivada serd muy
grande y la VL también lo serd. Muchas veces se producen sobretensiones y al examinar
el circuito no se encuentra ninguna inductancia, sin embargo hay inductancias parasitas
debidas al conexionado.

A pesar de que estas inductancias parasitas son muy pequenas, del orden de nanohenrios
o microhenrios, al multiplicarlas por derivadas muy grandes, pueden provocar
sobretensiones.

Ejemplo
Analizar el siguiente circuito considerando primero a la carga como resistiva pura y
luego como inductiva pura.

En un primer momento colocamos el interruptor SW en la posicion 1, polarizando en
forma directa al diodo.

Debido a que la tension que cae en el diodo en directa es muy pequenia, tendremos
aplicada sobre la carga practicamente la tension de bateria E. Circulara entonces a través
de la carga la corriente iD, cuyo valor quedara definido por la carga RL.

Luego cambiamos el interruptor SW a la posicion 2, polarizando al diodo en inversa.

En este instante no se produce la extincion instantdnea de la corriente, lo que ocurre es
que comienza a circular corriente en sentido contrario producto de las cargas
almacenadas en la juntura durante la polarizacion directa del diodo.

Pagina
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ip
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Qs Qrr
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ts t4
trr
SW
1
T
2

Esta corriente adquiere un valor limitado por RL por ser esta de caracter resistivo. Se
pueden distinguir dos areas bien diferenciadas, la primera correspondiente a las cargas
en exceso (QS) y la segunda producto de la descarga de la capacidad de juntura Cj
(Exponencial). Esta demora, trr, en el apagado es lo que limita al diodo en altas
frecuencias de trabajo. En la mayoria de las aplicaciones de un diodo de potencia la
carga RL es de caracter inductivo, por lo que la forma de las curvas obtenidas difiere del
caso anterior. Con el interruptor SW en posicion 1 la corriente crecera definida por:
di/dt = E / L. Cuando conmutamos el interruptor SW a la posicidon 2, la corriente
disminuye con una determinada di/dt hasta llegar a un punto en el que barre con las
cargas almacenadas (Qs), para luego en forma exponencial barrer con el total de las

cargas (Qt).
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di/dt
e

o
\ ¢
IREC
15 Lt
trr

SW

[

En el caso de una carga inductiva, la corriente pico (IREC) alcanzada al momento de
barrer las cargas almacenadas Qs dependera de los parametros del circuito (E, L) que
determinan la pendiente de la corriente durante el apagado, esto se debe a que la carga
almacenada es constante para un mismo dispositivo (diodo). Esto implica que el area
correspondiente a Qrr debe ser siempre igual, independientemente de la pendiente con
que decrece la corriente.

A mayor pendiente, menor tiempo para eliminar las cargas pero los valores pico de
corriente son mayores. Si es necesario un tiempo de apagado rdpido y nos vemos
afectados por el valor que toma la IREC, se debe optar por un diodo con un trr menor.

IREC

APENDICE
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* Los diodos de potencia tienen una estructura vertical que incluye una region n-
necesaria para soportar altas tensiones de bloqueo.

* La tension de ruptura es inversamente proporcional a la densidad de dopado de la
region en la region n-, y la longitud de esta region depende de la tension de ruptura
deseada.

* La modulacion de la region n- en el estado de On mantiene las pérdidas a niveles
aceptables incluso para grandes corrientes.

* La reduccion de las pérdidas en el estado de On requiere que la vida media de los
portadores mayoritarios sea alta.

* Los componentes que funcionan con portadores minoritarios (diodos, transistores
bipolares)

tienen menos pérdidas en el estado On que los que funcionan con portadores
mayoritarios

(transistores Mosfet).

* Durante la conmutacion a On la tension directa puede alcanzar de forma transitoria
niveles

elevados de tension (10V).

* Para reducir el tiempo de turn-off se requiere portadores con vida media pequena, por
lo

tanto debe de haber un compromiso entre tiempo de conmutacion y pérdidas en el
estado de

On.

* En la conmutacion a off, rapidas recuperaciones inversas pueden dar lugar a
sobretensiones debido las inductancias parasitas.

* El problema de la recuperacion inversa es mas acusado en diodos con grandes
tensiones de bloqueo.

* Los diodos Schottky conmutan més rapidamente que los diodos de unidén p-n y no
tienen

problemas de recuperacion inversa.

* Los diodos Schottky tienen menor caida de tension que los diodos de unién p-n, pero
en

contrapartida las tensiones de ruptura raramente superan los 100V.

Comparacion de distintos tipos de diodos
Los diodos usados en aplicaciones de electronica de potencia son requeridos para tener
caracteristicas especiales, ellas son:

e Alta tension de breakdown y alta corriente.

e Tiempos de conmutacion pequeios.

e Tiempos cortos de subida y caida de la corriente.

e Recuperacion inversa despreciable.

e Baja caida de tension en directa.
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Desafortunadamente, no es posible lograr todos estos puntos en un solo diodo y asi un

numero de diferentes tipos

son disponibles para varias aplicaciones. El disenador
debera elegir cual es la mejor opcidn para una aplicacion particular.

Type Maximum MMaximumn Forward Switching Applications
Breakdown Current Voltage Speed
Voltage Rating Drop
High Voltage 30KV ~500mb ~10% ~100n3 HV circuits
Eectifier Diodes
General Purpose ~akV ~10kd 07-25W ~25u3 50 He Rectifiers
dicdes
Fast Becowvery ~3k ~2le 07 -15%v =5ns SMPZ. Inverters,
Eesonant clets.
Schottky Diodes ~100% ~3004 0z2-09%V ~30n3 LV HF
Eectification
FPower Zener Ciperates in 5T - - Eeferences,
Dicdes break dewen Woltage Clamps
~300%

En la siguiente grafica vemos la comparacion entre 4 diodos de diferentes tipos que
hemos metido en el mismo circuito, con la misma corriente directa, la misma derivada
de tension, la misma temperatura, etc, para poder compararlos.

Diodo ultrarrapido o diodo Schottky: Son diodos rapidos en conmutar, eso significa que
para una misma corriente directa y para una misma derivada de corriente, la cantidad de
carga acumulada que deberemos extraer serd menor que si usaramos otro tipo de diodo.
Diodos estandar o diodos rectificadores: Para la misma corriente de partida y para la
misma derivada de corriente da lugar a un drea muy grande.

Y luego tenemos otros diodos intermedios, por lo tanto los diodos que puedan conmutar
rapidamente tendrdn un area pequefia, y los que conmuten mas rdpidamente tendran un
area mayor. Por lo tanto deberemos elegir un diodo adecuado para nuestra aplicacion
teniendo en cuenta tanto los tiempos de recuperacion, como la tension inversa que
puedan soportar, la corriente directa e inversa de pico, etc.
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En las hojas de datos hay a veces que pone un calificativo que es soft (suave) y hace
referencia a lo siguiente:

Recuperacidn suave
a—

ot

Cuando la corriente por el diodo llega al pico inverso, luego la corriente tiende a ir hacia
cero. Pero hay algunos diodos que tienen una tendencia a hacerlo mas bruscamente y
hay otros diodos que tienen una tendencia a hacerlo mas suavemente. Estos diodos, que
parece que tienen menos area y por lo tanto parecen mejores, tienen problemas con las
inductancias pardasitas. Esta variacion brusca de corriente, junto a una inductancia
parasita provoca sobretensiones, oscilaciones, etc. Hay diodos rapidos que tienen una
caracteristica suave, donde la pendiente baja mas suavemente. La derivada de corriente
en esa zona es mas suave, por lo tanto se van a generar menos sobretensiones, menos
ruido, menos problema, etc.

Encapsulados
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	El diodo tiene una inductancia de perdida de 0,2 µHy y un Qrr de 10µcb. Se asume el circuito trabajando en régimen permanente con una corriente Io = 10 A. Al cerrarse Q una tensión inversa es aplicada a través del diodo. Hallar la Irec.  

